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® Testvorrichtung fur Halbleiter-Chips 

(§) Bne Testvorrichtung fur Halbleiter-Chips (1 1 ) ist insbeson- 
dere zum Testen von Halbleiterchips mit einer Vialzahl von 
AnschluBbeinchen ausgelegt. In ihrem Testbereich ist die 
Testvorrichtung mit Kontaktbereichen (13) eines zu testen- 
den Halbleiter-Chips (11) kontaktierbar. Die Testvorrichtung 
weist im wesentlichen folgendes auf: ein TAB- Band (18) mit 
einer Klebeoberflache; mehrere Verbindungsleitungen. (16). 
die an der Klebeoberflache des TAB-Bandes (18) befestigt 
und an eine Testkarte (19) angeschlossen sind; und mehrere 
im Prut- bzw. Testbereich angeordnete Prufspitzen (14), die 
jeweils mit Kontaktbereichen (13) des zu testenden Halblei- 
ter-Chips (11) kontBlctierbar sind, wobei jede der Prufspitzen 
(14) aus einer Metallschicht besteht, die dendritisch auf 
einen zum Testbereich hin liegenden Bereich jeder zugehdri- 
^ gen Verbindungsleitung (16) aufgewachsen ist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung befaBt sich mit einer Testvorrichtung 
fur Halbleiter-Chips, insbesondere solchen mit relativ 
vielen AnschluBbeinchen. 

Ein Funktionsiest FOr fertiggestellte Halbleiter-Chips 
bzw. -bausteine wird LA. wie folgi ausgefUhrt: Kontakt- 
bereiche bzw. -stellen eines zu prufenden Halbleiter- 
Chips stehen mit entsprechenden aufleren PrOfspitzen 
in Verbindung bzw. werden mit diesen in Verbindung 
gebracht Sodann laflt man durch diese Verbindung{en) 
einen Strom fliefien und priift die Ausgabe bzw. die 
Atisgangssignale des Halbleiterchips. 

Fig. 6 zetgt eine bekannte Testvorrichtung zur 
DurchfOhrung eines Funktionstestes von Halbleiter- 
Chips. Nach Fig; 6 weist der Tester bzw. die Testvor- 
richtung im wesentlichen PrOfspitzen 4 aus Metalldraht 
auf, die mit entsprechenden Aluminiumkontaktberei- 
chen bzw. -flachen 3 eines Halbleiter-Chips 1 in Kontakt 
gebracht werden konnen. Die Aluminiumkontaktberei- 
che 3 liegen im Bezug auf eine Passivierungsschicht 2 
nach auflen frei bzw. sind von auBen zuganglich.. Die 
Testvorrichtung weist ferner Priifleitungen 5 auf, die 
jeweils mit ihrem einem Ende r an die entsprechende 
Prufspitze 4 und mit ihrem anderen Ende an eine (nicht 
dargestellte) Testkarte angeschlossen sind. Der Halblei- 
ter-Chip 1 kann mit Hilfe eines Mikroskopes 6 betrach- 
tet und in eine vorgegebene Stellung gebracht werden. 

Nachfolgend wird die Arbeitsweise der bekartnten 
Testvorrichtung fOr Halbleiter-Chips naher beschrie- 
ben. 

Zunachst wird der Halbleiter-Chip 1 auf einem Test- 
halter bzw. -sockel 7 plaziert und die Prufspitzen 4 wer- 
den jeweils mit den entsprechenden Aluminiumkontakt- 
bereichen 3 in Kontakt gebracht - beispielsweise 
durch Bewegen des Halbleiter-Chips 1. Hierbei wird der 
Halbleiter-Chip 1 mil Hilfe des Mikroskopes 6 uber- 
pruft Danach werden elektrische Eigenschaften bzw. 
wird das elektrische Verhalten 1 des Halbleiter-Chips 
mittels def angeschlossenen Testkarte getestet, die uber 
die Prufleitungen 5 mit den Aluminiumkontaktstellen 3 
verbunden ist. 

Die Prufspitzen der vorstehend beschriebenen be- 
kannten Testvorrichtung sind recht fein. Die an die PrOf- 
spitzen angeschlossenen PrUfleitungen haben jedoch ei- 
nen groBeren bzw. einen groOen Durchmesser und neh- 
. men daher relativ viel Plalz in Anspruch. Es ist daher 
schwierig, mit Hilfe vieler verschiedener Prufspitzen 
gleichzeitig mehrere AnschluBbeinchen (Pins) eines 
Halbleiter-Chips zu testen bzw. durchzuprufen. Mit der 
■■' bekannten Testvorrichtung ist es zwar moglich, Halblei- 
ter-Chips mit nyr wenigen AnschluBbeinchen in einem 
Arbeitsgang zu prufen, nicht aber Halbleiter-Chips mit 
relativ vielen AnschluBbeinchen, beispielsweise Halblei- 
ter-Chips des logischen Typs. Die bekannte Testvorrich- 
tung bietet namlich nicht genugend Raum, um alle An- 
schluBbeinchen des Halbleiter-Chips gleichzeitig mit 
PrOfspitzen zu verbinden. , 

Die Erfindung zielt darauf ab, eine Testvorrichtung 
fur Halbleiter-Chips zu schaffen, bei der die vorliegen- 
den Probleme zumindest weitgehend vermieden wer- 
den. 

Dieses Ziel wird durch den Gegenstand des Anspru- 
ches 1 erreicht, mh dem es moglich ist, auch Halbleiter- 
Chips mit relativ vielen AnschluBbeinchen unproblema- 
tisch zu prufen bzw. zu testen. 

Eine erfindungsgemaBe Testvorrichtung fur Halblei- 
ter-Chips weist bevorzugt i.w. folgendes auf: einen Pruf- 
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bereich, in dem die Testvorrichtung in Kontakt mil 
Kontaktbereichen eines zu testehden Halbleiter-Chips 
bringbar ist, ein TAB-Band (TAB: tape automated bon- 
ding) mit einer Klebeoberflache; mehrere Verbindungs- 
leitungen, die an der Klebeoberflache des TAB-Bandes 
befestigt und an eine Testkarte angeschlossen sind; und 
mehrere im PrQfbereich angeordnete PrOfspitzen, die 
derart ausgelegt und angeordnet sind, daB sie jeweils in 
Kontakt mit Kontaktbereichen des zu testenden Halb- 
leiter-Chips bringbar sind, wobei jede Prufspitze aus 
einer Metallschtcht besteht,die dendritisch auf einem im 
Testbereich liegenden Abschnitt jeder zugehorigen 
Verbindungsleitung aufgewachsen ist. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von AusfUh- 
rungsbeispiele im Zusammenhang mit der Zeichnung 
naher beschrieben. Dabei werden auch weitere Vorteile 
und Moglichkeiten der Erfindung deutlicn. 

Eizeigt: 

Fig. 1 eine Schnittansicht eines bevorzugten AusfOh- 
rungsbeispiels einer erfindungsgemaBen Testvorrich- 
tung fflr Halbleiter-Chips; 

Fig. 2 eine vergroBerte perspektivische Ansicht ge- 
maBdes punktiertdargestellten Kreises A der Fig. 2; 

Fig. 3 eine schematisch perspelaivische Ansicht, die 
einen Betriebszustand der erfindungsgemaBen Testvor- 
richtung fOr Halbleiter-Chips veranschaulicht; 

Fig. 4 eine Draufsicht, aus der hervorgeht, daB bei 
einer erfindungsgemaBen Testvorrichtung fur Halblei- 
ter-Chips viele AnschluBbeinchen der erfindungsgema- 
Ben Testvorrichtung jeweils mit den AnschluBbeinchen 
des Halbleiter-Chips geradlinig ausgerichtet sind;. 

Fig. 5 eine schernatische Teilansicht eines weiteren 
Ausfuhrungsbeispiels einer erfindungsgemaBen Test- 
vorrichtung, mit der es moglich ist, einen Voralterungs- 
test (Burn-in-Test) durchzuf ilhren; und 

Fig. 6 eine schernatische Schnittansicht einer bekann- 
ten Testvorrichtung fur Halbleiter-Chips. 

Die Erfindung wird in der Zeichnung in den Fig. 1-5 
dargestellt 

Fig. 1 zeigi ein besonders bevorzugtes Ausfuhrungs- 
beispiel einer erfindungsgemaBen Testvorrichtung fOr 
Halbleiter-Chips. Fig. 2 zeigt den Abschnitt A der Test- 
vorrichtung der Fig.l. Aus ihm ist ersichthch, daB je- 
weils mehrere parallel zueinander in einer Ebene liegen- 
de Verbindungsleitungen 16 an einer Klebeoberflache 
eines TAB-Bandes 18 (TAB: Tape-Automated Bonding 
automatisches Band- bzw. Folienbonden) befestigt sind. 
Das TAB-Band ist besonders bevorzugt aus Polyimid 
gefertigL Ein Ende jeder Verbindungsleitung 16 ist in 
einem Prilfbereich angeordnet, in dem bei einem Testen 
eines Halbleiter-Chips 11 Aluminium- Ko.ntaktbereiche 

13 mit Elementen der Testvorrichtung in Kontakt tre- 
ten. Die Aluminiumkontaktbereiche 13 liegen im Bezug 
auf eine auf dem Halbleiter-Chip 11 aufgebrachte Passi- 
vierungsschicht 12 i.w. nach auBen hin frei. 

Dazu weist jede Verbindungsleitung 16 im Prufbe- 
reich eine Prufspitze 14 auf. Die Prufspitze 14 wird 
durch Dendrit-Aufwachsen von Palladium auf dem En- 
de der Verbindungsleitung 16 gebildet. Die Prufspitzen 

14 erstrecken sich jeweils von der entsprechenden Ver- 
bindungsleitung 16 aus nach unten. AuBerhalb des Test- 
bereiches weist jede Verbindungsleitung 16 Lw. eine 
Kupferleitung 16a auf, die von einem Chromfilm 16b 
uberzogen ist. 

Im Testbereich ist jede Verbindungsleitung 16 auBer- 
dem mit einem Nickelfilm 15 versehen. Der Nickelfilm 

15 uberzieht die Kupferleitung 16a mit einer Dicke von 
ca. Vum. Auf den Nickelfilmen 15 sind jeweils die Pruf- 
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spitzen 14 ausgebildet. Das Bilden der PrQfspitzen 14 
wird mittels eines Palladium-Metallisierens bei einer 
sehr hohen Stromdichte von beispielsweise nicht weni- 
ger als 100 mA/cm 2 durchgefOhrt Wahrend des MetaH- 
isierens wird das Palladium dendritisch aufgewachsen, 
so daB sich eine Zuspitzrate von 20 oder mehr und ein 
gezacktes bzw. sagezahnformiges Ende ergibt bzw. bil- 
det 

Aufgrund des vorstehend beschriebenen dendriti- 
schen Aufwachsens haben die PrQfspitzen 14 eine hone 
Steifigkeit Sie werden daher praktisch nicht verbogen 
oder gebrochen — nicht einmal nach langwierigem Ge- 
brauch bzw. Inkontakttreten mit den Aluminiumkon- 
taktbereichen 13 t Speziell die sagezahngeformten En- 
den der PrUfspitzen 14 erm8glichen einen storungsfrei- 
en, sicheren IContakt der PrQfspitzen 14 mit den Alumi- 
niumkontaktbereichen 13 des Halbleiter-Chips 11. 

Wie bereits gesagt, sind die iCupferleitungen 16a der 
Verbindungsleitungen 16 auBerhalb des Prufbereiches 
mit dem Chromfilm 16b uberzogen. Das elektrisch nicht 
leitende Chromoxid verhindert ein Palladiummetallisie- 
ren des Drahtes auBerhalb des Testbereiches. 

Insbesondere die Verwendung des TAB-Bandes aus 
Polyimid verhindert ein Verschiechtern der mechani- 
schen Eigenschaften der Verbindungsleitungen 16 bei 
wiederholtem Gebrauch. Die Elastizitat des Polyimides 
schiltzt das TAB-Band auBerdem vor plastischer Defor- 
mation. 

Fig. 3 zeigt die Arbeitsweise bzw. einen Betriebszu- 
stand der erfindungsgemaBen Testvorrichtung fur 
Halbleiter-Chips. Mehrere Leitungen 20 sind auf einer 
Testkarte 19 aufgebracht. Jede Leitung 20 ist an einem 
ihrer Enden bestandig an einen auBeren Leitungsab- 
schnitt der zugehorigen Verbindungsleitung 16 mittels 
eines Goldbondhugels oder mittels eines Lot- bzw. Lei- 
. tungszinn-(Pb-Sn)-Materials angebondet Damit ergibt 
sich ein auBerer verbindungs- bzw. Leitungsbond-Ab- 
schnitt 21. Um die PrQfspitzen 14 in festen Druckkon- 
takt mit den Aluminiumkontaktbereichen 13 zu bringen, 
ist eine PreB- bzw. Druckeinrichtung 22 vorgesehen, an 
deren tiefer liegendes Ende ein elastischer Korper 23 
angebracht ist. 

Beim Betrieb der erfindungsgemaBen Testvorrich- 
tung fur Halbleiter-Chips wird zunachst ein zu priifen- 
der Halbleiter-Chip 11 auf einem in X- und Y-Richtung 
beweglichen Halbleiter-Chip-Halter 8 angebracht (sie- 
he Fig. 3). Das Ganze wird dann auf einem Testhalter 7 
plaziert Daraufhin wird das TAB-Band 18, an das die 
Verbindungsleitungen 16 mit den Prufspitzen 14 aus 
dendritisch aufgewachsenem Palladium angebracht 
sind, der Oberflache des Halbleiter-Chips 11 angena- 
hert Durch Bewegen des Chiphalters 8 auf dem Test- 
socket 7 in X- und Y : Richtung wird danach der (auf dem 
Chiphalter 8 angebrachte) Halbleiterchip 11 auf die 
PrQfspitzen 14 ausgerichtet. Dabei wird der Chip 1 1 mit 
einem Mikroskop genau betrachtet (siehe Fig. 6). 

In Fig. 4 ist ein Betriebszustand zu erkennen, in dem 
mehrere Verbindungsleitungen der erfindungsgemaBen 
Testvorrichtung mit mehreren AnschluBbeinchen eines 
HalbleiterChips 1 1 fluchtert In Fig. 4 sind Elemente. die 
im wesentlichen aquivalent zu den Elementen der 
Fig. 1 -3 sind, durch gleiche Bezugszeichen wie in den 
Fig. 1 -3angezeigt. 

Danach wird die Presseinrichtung 22 mit dem elasti- 
schen Kdrper 23 zu den inneren Leitungsenden des 
TAB-Bandes 18 — abgesenkt, so daB die PrQfspitzen 14 
des TAB-Bandes 18 in Druckkontakt mit den Alumini- 
umkontaktbereichen 13 des Halbleiter-Chips 11 treten. 



Damit ist es moglich, einen Funktionstest mittels eines 
Stromflusses in den Halbleiter-Chip 11 durch die Ver- 
bindungsleitungen 16 durchzuftthren. Wahrend des Te- 
stes mindert bzw. verhindert der an die Presseinrichtung 

5 22 angeschlossene elastische Kdrper 23 Spannungsund/ 
oder Belastungserscheinungen, die aus dem Hohenun- 
terschied zwischen den AnschluBbeinchen des Halblei- 
ter-Chips 11 und dem TAB-Band 18 resultieren. Zusatz- 
lich sorgt der elastische Kdrper 23 ftir eine gleichmSBige 

io Belastung der AnschluBbeinchen des Halbleiter-Chips 
1 1. Der elastische Kdrper 23 diem auBerdem dazu, eine 
gleichmaBige Belastung (even compliance) des TAB- 
Bandes 18 sicherzustellea 
Fig. 5 zeigt einen Zustand, in dem die erfindungsge- 

is mSBe Testvorrichtung fQr Halbleiterchips zum Durch: 
fuhren eines Burn-in- bzw. Voralterungs- oder Ein- 
brenntestes ausgelegt ist Der Burn-Intest wird bei einer 
hohen Temperatur von ca. 125°C durchgefOhrt, um Pro- 
dukte, die von an Anfang.an minderwertig bzw. fehler- 

20 haft sind, auszusortieren. Wie in Fig. 5 gezeigt, ist der 
Grundaufbau dieser Testvorrichtung bzw. dieses Te- 
sters im wesentlichen mit der Testvorrichtung zum 
Durchfuhren des Funktionstestes nach Fig. 3 identisch. 
Eine Ausnahme bildet die Presseinrichtung 22, die beim 

25 Ausfuhrangsbeispiel der Fig. 5 mit einer Heizeinrich- 
tung 24 versehen ist 

Beim Betrieb der Testvorrichtung zum Durchfuhren 
des Burnin-Testes wird das TAB-Band 18 durch Ab- 
wartsbewegen der Presse 22 derart nach unten ge- 

30 driickt, die Aluminiumkontaktbereiche 13 die entspre- 
chenden Prufspitzen 14 kontaktieren. Daraufhin wird 
die Heizeinrichtung 24 mit Energie versorgt um den 
Halbleiter-Chip 11 auf eine fur den Burn-in-Test geeig- 
nete Temperatur zu bringen. 

35 Mit der erfindungsgemaBen Testvorrichtung fiir 
Halbleiter-Chips ist es moglich, auch einen Halbleiter- 
Chip mit einer Vielzahl von AnschluBbeinchen einfach 
und schnell zu testea Es ist insbesondere moglich, einen 
TAB-chipgebondeteh Halbleiter-Chip mit vielen An- 

40 schluBbeinchen in einem Arbeitsgang zu testen. 

AuBerdem kann mit der folgenden Erfindung sowohl 
der Funktionstest als auch der Burn-in-Test mit Hilfe 
eines einzigen Testsystems durchgefOhrt werden. Da die 
erfmdungsgemaBe Testvorrichtung eine Vielzahl schar- 

45 fer Prufspitzen aufweist, die aus dendritisch aufgewach- 
senem Palladium bestehen, ist es moglich, die PrQfresul- 
tate zu verbessern. Die scharfen Prufspitzen eliminieren 
auBerdem (bzw. mindern wesentlich) einen Nichtkon- 
takt bzw. ein Problem schlechten Kontaktes, das beim 

50 Inkontaktsetzen der PrQfspitzen mit den Kontaktberei- 
chen eines Halbleiter-Chips auftreten kann. 

FOr den in der Technik bewanderten Fachmann ist es 
klar, daB im Bereich der Erfindung verschiedene Modifi- 
kationen, Erganzungen und Substitutionen mbglichsind, 

55 ohne daB der Bereich der Erfindung damit verlassen 
wird. 

Patentansprtiche 



60 



65 



1. Testvorrichtung for Halbleiter-Chips (11) mit ei- 
nem Prufbereich, in dem die Testvorrichtung mit 
Kontaktbereichen (13) eines zu testenden Halblei- 
ter-Chips (11) kontaktierbar ist, die im wesentlichen 
folgendes aufweist: 

a) ein TAB-Band (18) mit einer Klebeoberfla- 
che; 

b) mehrere Verbindungsleitungen (16), die an 
der Klebeoberflache des TAB-Bandes (18) be- 
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festigt und an eine Testkarte (19) angeschlos- 
sen sind; und 

c) mehrere im PrQf- bzw. Testbereich angeord- 
riete Prilfspitzen (14), die mil Kontaktberei- 
chen (13) des zu testenden Halbteiter-Chips 5 
(11) kontaktierbar sind und jeweils aus einer 
Metallschicht bestehen, die.dendritisch au( ei- 
nen im PrOfbereich liegenden Abschnitt der 
jeweils zugehorigen Verbindungsleitung (16) 
aufgewachsen ist. io 

2. Testvorrichtung flir Halbleiter-Chips nach An- 
spruch I, dadurch gekennzeichnet, daB jede der 
Verbindungsleitungen (16) in ihrem Prflfbereich ei- 
nen Nickelfilm (15) aufweist, und jede Priifspitze 
(14) aus einer dendritisch Uber dem Nickelfilm (15) 15 
der entsprechenden Verbindungsleitung (16) aufge- 
wachsenen Palladiumschicht gebildet ist 

3. Testvorrichtung fQr Halbleiter-Chips nach An- 
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB jede 
Verbindungsleitung (16) eine Kupferleitung (16a) 20 
aufweist, die auBerhalb des Priifbereiches mit 
Chrom beschichtet ist, nicht aber in ihrem Priifbe- 
reich-Abschnitt. 

4. Testvorrichtung fOr Halbleiter-Chips nach einem 
der Anspriiche 1-3, gekennzeichnet durch eine 25 
Presseinrichtung (22) zum Niederdrucken der Prilf- 
spitzen (14). 

5. Testvorrichtung filr Halbleiter-Chips nach einem 
der Anspriiche 1 -4, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Presseinrichtung (22) an ihrem tiefer liegenden 30 
Ende mit einem elastischen Korper (23) versehen 
ist. 

6. Testvorrichtung fur Halbleiter-Chips nach einem 
der Anspriiche 1 -5, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Presseinrichtung (22) mit einer Heizeinrichtung 35 
(24) versehen ist 
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